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摘 要

高介電材料鈦酸鍶(SrTiO3)被視為有希望取代傳統二氧化矽，作為奈米尺寸半導體元件中之絕緣層。在摻雜鑭(La)元素之後

，更進一步提高其介電常數ε′。本研究將探討在溫度變化(300 K�77 K)，不同外加電場頻率對於Sr1?xLaxTiO3樣品，其

介電性質的影響，發現Sr1?xLaxTiO3介電損耗峰值對應之溫度，隨量測頻率增加而增高，符合Debye介電弛豫理論。對應

之弛豫時間(relaxation time, τ)滿足Arrhenius關係。實驗結果顯示，由Arrhenius Law所得出之活化能(activation energy)介

於0.23�0.3 eV，隨著摻雜的離子濃度上升而增加。我們以Cole-Cole equation與Sr0.98La0.02TiO3、Sr0.97La0.03TiO3之實

驗數據適配，分佈常數α約在0.26�0.39之間，適配結果良好，顯示τ呈現一對稱分佈。

關鍵詞 : 介電弛豫 ; Sr1?xLaxTiO3 ; 活化能 ; Cole-Cole plot
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